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Wykaz opublikowanych rozdziatow w monografiach naukowych.
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12. P. Gorecki: Wplyw zjawisk cieplnych na parametry dynamiczne
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3073.

3. K. Gorecki, J. Zarebski, P. Gérecki: Influence of Thermal Phenomena on
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Konferencja Mtodych Naukowcow ,,Wiedza i Innowacje” wiWAT2014,
Warszawa, 2014.

2. K. Gorecki, P. Gorecki, E. Krac: Modelling simple photovoltaic systems
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Photovoltaic Modules, 22" International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES Torun, 2015.
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IMAPS-CPMT Poland, Watbrzych-Ksiaz, 2016.
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elektrolizera w programie SPICE, XVI Krajowa Konferencja Elektroniki,
Dartéwko Wschodnie, 2017.

P. Gorecki: Investigation of the Influence of Thermal Phenomena on
Characteristics of IGBTs Contained in Power Modules, 24" International
Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES,
Bydgoszcz, 2017.

P. Gérecki, K. Gorecki: Non-linear compact thermal model of IGBTs, 41
International Conference IMAPS-CPMT Poland, Warszawa, 2017.

P. Gorecki: Wplyw zjawisk cieplnych na parametry dynamiczne
tranzystora IGBT, XVII Krajowa Konferencja Elektroniki, Dartéwko
Wschodnie, 2018.

P. Goérecki, K. Gorecki, R. Kisiel, M. Mysliwiec: Thermal parameters of
monocrystalline GaN Schottky diodes, 42" International Conference
IMAPS-CPMT, Gliwice, Poland, 2018.

Artykuly prezentowane na konferencjach naukowych po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora:

Artykuly prezentowane podczas sesji ustnych:
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P. Gorecki, K. Gorecki: Modelling dc characteristics of the IGBT module
with thermal phenomena taken into account, 13" IEEE International
Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering
CPE-POWERENG, Sondenborg, 2019.

P. Gorecki, K. Gorecki: Modelling a half-bridge dc-dc converter including
the IGBT module with thermal phenomena taken into account, 25%
International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems
MIXDES, Rzeszow, 2019.

K. Gorecki, P. Gorecki: Investigations Properties of Selected Methods of
Measurements of Thermal Parameters of the IGBT, 25th International
Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES,
online, 2021.

P. Gorecki: Influence of lowered atmospheric pressure on thermal
parameters of semiconductor devices, 44" International Conference IMAPS
Poland, online, 2020.

M. Guziewicz, E. Brzozowski, R. Kisiel, P. Gérecki, K. Gorecki: An
influence of the assembly method of the die to the case on the reliability of
IGBTSs, 44" International Conference IMAPS Poland, online, 2021.

P. Goérecki, K. Gorecki, M. Guziewicz, E. Brzozowski, R. Kisiel: Thermal
parameters of IGBTs assembled on TO220 frame by different methods, 44™
International Conference IMAPS Poland, online, 2021.

Artykuly prezentowane podczas sesji plakatowych:

1.

P. Gorecki: Ocena przydatnosci modeli firmy Infineon do modelowania
tranzystoréw IGBT, XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Dartdéwko
Wschodnie, 2019.

K. Gorecki, J. Zargbski, W.J. Stepowicz, P. Gérecki, D. Bisewski, K.
Detka, P. Ptak, J. Dabrowski, M. Godlewska, K. Bargiel, J. Szelagowska:



Modelowanie wplywu zewnetrznego pola elektromagnetycznego na
charakterystyki wybranych elementéw elektronicznych, XVIII Krajowa
Konferencja Elektroniki, Dartdéwko Wschodnie, 2019.

3. K. Gorecki, P. Gérecki: Wptyw wyboru parametru termoczutego na
zmierzone wartos$ci rezystancji termicznej tranzystora IGBT, XIX Krajowa
Konferencja Elektroniki, Dartowko Wschodnie, 2020.

4. P. Gorecki, A. Bielecka, D. Wojciechowski: Wptyw ztozonosci biblioteki
termicznej tranzystora IGBT w programie PLECS na dokltadnos¢
wyznaczania temperatury jego wnetrza, XIX Krajowa Konferencja
Elektroniki, Dartowko Wschodnie, 2020.

5. K. Gorecki, P. Gorecki: Wplyw modeli komponentéw RLC na
charakterystyki filtrow sieciowych, XX Krajowa Konferencja Elektroniki,
Darlowo, 2021.

6. K. Gorecki, P. Gorecki, Wptyw postaci modelu termicznego na doktadnos¢
obliczania charakterystyk statycznych modutu IGBT, XXI Krajowa
Konferencja Elektroniki, Dartéwko Wschodnie, 2022.

7. A, Pietruszka, P. Gorecki, J. Tarasiuk, A. Skwarek, Wpltyw rozmieszczenia
pustek lutowniczych na parametry cieplne tranzystoréw MOSFET, XXI
Krajowa Konferencja Elektroniki, Dartowko Wschodnie, 2022.

Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji
krajowych lub miedzynarodowych, z podaniem petnionej funkcji.

1. XIX Krajowa Konferencja Elektroniki Dartowo 2020, cztonek Komitetu
Organizacyjnego

Informacja o uczestnictwie w pracach zespofow badawczych realizujgcych
projekty finansowane w drodze konkursow krajowych lub zagranicznych, z
podziatem na projekty zrealizowane i bedgce w toku realizacji, oraz z
uwzglednieniem informacji o petnionej funkcji w ramach prac zespotow.

Projekty zrealizowane:

1. Kierownik projektu finansowanego w ramach programu MNiISW
Diamentowy Grant DI 2015 0075 45 pt. ,,Modelowanie whasciwosci
elektrycznych 1 cieplnych tranzystorow IGBT oraz modutow
elektroizolowanych z tymi tranzystorami” (2017-2021).

2. Kierownik projektu finansowanego w ramach programu NCN Preludium
2018/31/N/ST7/01818 pt. ,Elektrotermiczny usredniony  model
przetacznika diodowo-tranzystorowego z tranzystorem IGBT do analizy
przetwornic DC-DC” (2019-2021).

3. Wykonawca w projekcie finansowanym w ramach programu NCBIR Patent
PLUS 30/PMPP/w/21-09.11/2012, "Uzyskanie patentow krajowych i
miedzynarodowych na metody i1 uktady do pomiaru parametrow cieplnych
elementoéw elektronicznych" (2012-2019)

4. Wykonawca w projekcie badawczo-rozwojowym finansowanym przez
przedsiebiorstwo SESCOM S.A. pt. ,,Optymalizacja zasilania generatora
wodoru i tlenu z punktu widzenia maksymalnej sprawnos$ci energetycznej
procesu produkcji wodoru i tlenu” (2014-2015)

5. Wykonawca w projekcie finansowanym w ramach programu NCBIR
»INowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” nr OB-
B102/PS/5/2/2016 pt. ,.Badania i symulacje skutkow oddzialywania
impulséw HPM” (2018 — 2020).



10.

11.

6. Wykonawca w projekcie badawczo-rozwojowym finansowanym przez
przedsi¢biorstwo Pol-Spec-Tech-Service Sp. z o. o. pt. ,,Opracowanie i
wykonanie wybranych uktadow impulsowych w wersji do badan
eksperymentalnych  dotyczacych  skutecznosci  ochrony  uktadow
elektronicznych przed impulsami HPM wraz z metodyka oceny
negatywnego oddzialywania powyzszych impulséw na te uktady”, (2019)

Projekty w trakcie realizacji:

1. Wykonawca w projekcie 8/2019/2.3.2/konkurs nr1/2019 finansowanym w
ramach programu Bony na innowacje MSP realizowanym wspdélnie z firma
Domat Consulting. ,,Opracowanie innowacyjnej niezaleznej od sieci
energetycznej, mobilnej stacji tadowania pojazdéw elektrycznych wraz z
modutem sterowania online” (2021-2022)

2. Kierownik projektu finansowanego w ramach programu Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej im. Mieczystawa Bekkera
BPN/BEK/2021/1/00028 pt. ,,Elektrotermiczne usrednione modelowanie
inercji elektrycznej w tranzystorze MOSFET do szybkiej analizy
przeksztattnikéw DC-DC”, realizacja: 01.09.2022-01.12.2022.

Czlonkostwo ~w  miedzynarodowych lub  krajowych organizacjach i
towarzystwach naukowych wraz z informacjq o petnionych funkcjach.

1. Cztonek IEEE od 2018 roku
2. Cztonek Stowarzyszenia Czerwonej Rozy od 2016 roku

Informacja o odbytych stazach w instytucjach naukowych lub artystycznych, w
tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stazu i jego
charakteru.

1. Sredniookresowy wyjazd badawczy do krajowego osrodka badawczego w
ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonatosci. Staz trwal od
01.07.2019r. do 30.09.2019r. i byt realizowany na Wydziale Elektrotechniki
i Automatyki Politechniki Gdanskiej. Badania naukowe zostaty
zrealizowane pod opieka dr hab. inz. Daniela Wojciechowskiego, prof. PG.
Efektem realizacji grantu jest artykut naukowy opublikowany w
czasopismie IEEE Transactions on Electron Devices pt. ,,Accurate
Computation of IGBT Junction Temperature in PLECS”.

2. Sredniookresowy wyjazd badawczy do krajowego o$rodka badawczego w
ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonatosci. Staz trwal od
01.07.2021r. do 31.08.2021r. i byt realizowany na Wydziale Elektrotechniki
I Automatyki Politechniki Gdanskiej. Badania naukowe zostaly
zrealizowane pod opieka dr hab. inz. Daniela Wojciechowskiego, prof. PG.
Efektem realizacji grantu jest artykul naukowy bedacy obecnie w recenzji
w czasopi$mie IEEE Transactions on Industrial Electronics pt. ,, Accurate
electrothermal modelling of high frequency DC-DC converters with discrete
IGBTs in PLECS software”.

3. Wizyta studyjna w Tallinn University of Technology, 27.11-01.12.2017,
wygloszony referat pt. ,,Modelling IGBTs and IGBT modules with thermal
phenomena taken into account”.

4. Wizyta studyjna w University of Naples Frederico Il, 16.05-18.05.2022,
wygloszona prezentacja pt. ,,Averaged electrothermal modeling of electrical
inertia in MOSFETS for fast analysis of DC-DC converters”.



12.

13.

14.

15.

Czlonkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism wraz z

informacjqg o  petnionych  funkcjach  (np. redaktora naczelnego,

przewodniczgcego rady naukowej, itp.).
Czlonkostwo w panelach edytorskich czasopism naukowych po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora:

1. Topic Board Member czasopisma Applied Sciences wydawnictwa MDPI
(ISSN: 2076-3417) w latach 2020-2021.

2. Co-Guest Editor dwoch numeréw specjalnych czasopisma Energies pt.
,,Latest Advances in Electrothermal Models” (2020) oraz “Latest Advances
in Electrothermal Models 11 (2021) wydawnictwo MDPI.

Informacja o recenzowanych pracach naukowych Ilub artystycznych, w
szczegolnosci publikowanych w czasopismach miedzynarodowych.

Recenzje prac naukowych:

Recenzje artykutéw dla czasopism z listy JCR 48
Recenzje artykutow dla czasopism migdzynarodowych spoza listy JCR 3
Recenzje artykutow z konferencji krajowych 9

Informacja o uczestnictwie w programach europejskich lub innych programach
miedzynarodowych.

1. Wykonawca w projekcie ,,Sezam wiedzy, kompetencji i umiej¢tnosci”
realizowanym przez Uniwersytet Morski w Gdyni od 1.04.2018 r. —
31.03.2022 r. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozw¢j na lata 2014 — 2020, O$ III Szkolnictwo dla
gospodarki i rozwoju, Drziatania 3.5 Kompleksowe programy szkot
wyzszych, Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Sciezki I w oparciu
o umowe o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-2218/17.

Informacja o udziale w zespotach badawczych, realizujgcych projekty inne niz
okreslone w pkt. I1.9.

Udzial w zespolach badawczych przed uzyskaniem stopnia naukowego

doktora:

1. Kierownik dwoch projektow badawczych przyznanych w konkursie
wydzialowym ,,Badania Mtodych Naukowcoéw” w latach 2017 i 2018

2. Wykonawca projektu w ramach Dziatalnosci Statutowej na Wydziale
Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ,,Modelowanie i analiza
wlasciwosci elektronicznych uktadow zasilajacych 1 potprzewodnikowych
zrodet §wiatta” w latach 2015, 2016, 2017 i 2018.

Udzial w zespolach badawczych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora:

1. Kierownik czterech indywidualnych projektow badawczych uzyskanych w
konkursach wydziatowych w latach: 2019, 2020, 2021, 2022.

2. Kierownik czterech matych grantéw badawczych w ramach projektu
realizowanego na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w
Gdyni w programie Regionalna Inicjatywa Doskonatosci w latach 2019,
2020, 2021, 2022.

3. Kierownik grantu aparaturowego w ramach projektu realizowanego na
Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w programie



16.

Regionalna Inicjatywa Doskonatosci pt. ,,Rozbudowa stanowiska do
badania witasciwosci struktur, elementow i1 ukladow elektronicznych”
(2020-2021)

4. Wykonawca projektu zespotowego przyznanego w ramach konkurséw
wydzialowych ,,Modelowanie 1 analiza wlasciwosci elektronicznych
uktadow zasilajacych i potprzewodnikowych zrodet $wiatta™ w latach 2019,
2020, 2021, 2022.

Informacja o uczestnictwie w zespotach oceniajgcych wnioski o finansowanie
badan, wnioski o przyznanie nagrod naukowych, wnioski w innych konkursach
majgcych charakter naukowy lub dydaktyczny.

Brak



I"i. INFORMACJA O WSPOLPRACY Z OTOCZENIEM SPOLECZNYM 1
GOSPODARCZYM

1.

Wykaz dorobku technologicznego.
Brak
Informacja o wspotpracy z sektorem gospodarczym.

Wspolpraca z sektorem gospodarczym przed uzyskaniem stopnia

naukowego doktora:

1.  Wykonawca w projekcie badawczo-rozwojowym finansowanym przez
przedsiebiorstwo SESCOM S.A. pt. ,,Optymalizacja zasilania generatora
wodoru i tlenu z punktu widzenia maksymalnej sprawnos$ci energetycznej
procesu produkcji wodoru i tlenu” (2014-2015)

Wspolpraca z sektorem gospodarczym po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora:

1. Wspotpraca z firmg PSTS Pol-Spec-Tech-Service Sp. z 0. 0 dotyczaca
opracowania dwoch wybranych ukladow elektronicznych do badan
eksperymentalnych pokazujacych ich odporno$¢ na dziatanie pola
elektromagnetycznego. Wspotpraca zostal realizowana w roku 2019.

Uzyskane prawa wlasnosci przemystowej, w tym uzyskane patenty, krajowe lub
miedzynarodowe.

Uzyskane prawa wlasno$ci intelektualnej przed uzyskaniem stopnia

naukowego doktora:

1. K. Gorecki, J. Zarebski, P. Gorecki: Sposob i uktad do pomiaru rezystancji
termicznej tranzystora bipolarnego mocy z izolowang bramka. Patent RP
nr 224783, udzielony dnia 04.07.2016.

Uzyskane prawa wlasnosci intelektualnej po uzyskaniu stopnia naukowego

doktora:

1. K. Gorecki, J. Zargbski, P. Gérecki: Sposob i uktad do pomiaru rezystancji
termicznych w module elektroizolowanym, Patent RP nr 234141,
udzielony dnia 05.02.2020.

Informacja o wdrozZonych technologiach.
Brak

Informacja o wykonanych ekspertyzach lub innych opracowaniach wykonanych
na zamowienie instytucji publicznych lub przedsigbiorcow.

Brak
Informacja o udziale w zespotach eksperckich lub konkursowych.
Cztonek jury w konkursie o nagrode Czerwonej Rozy (2017, 2018)

Informacja o projektach artystycznych realizowanych ze srodowiskami
pozaartystycznymi.

Brak



V. INFORMACJE NAUKOMETRYCZNE

1. Informacja o punktacji Impact Factor (w dziedzinach i dyscyplinach, w ktorych
parametr ten jest powszechnie uzywany jako wskaznik naukometryczny).

Wspotczynnik sumaryczny Impact Factor czasopism, w ktérych opublikowatem
artykuty przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora:
6,258 (wedlug wartosci w roku 2021)
Wspotezynnik sumaryczny Impact Factor czasopism, w ktérych opublikowatem
artykuly po uzyskaniu stopnia naukowego doktora:
67,638 (wedlug wartosci w roku 2021)
2. Informacja o liczbie cytowan publikacji wnioskodawcy, z oddzielnym
uwzglednieniem autocytowan.

Liczba artykulow . . Liczba cytowan bez
Nazwa bazy nau kowyChyW bazie Liczba cytowan ogolem autocy;towaﬁ
Web of Science 48 334 176
Scopus 52 368 189
Google Scholar 61 24 | e
3. Informacja o posiadanym indeksie Hirscha.

Indeks Hirscha: 11 wedtug baz (Web of Science, Scopus, Google Scholar)

4.  Informacja o liczbie punktow MEIN wedftug punktacji z dnia 21.12.2021 roku.

Przed doktoratem

Po doktoracie

miedzy autoro6w

Bez podzialu punktdow migdzy | 700 2920
autorow
Z uwzglednieniem podziatu punktow | 364 1922

(podpis wnioskodawcy)

Signed by /
Podpisano przez:

Pawet Krzysztof
Gorecki
Uniwersytet Morski
w Gdyni

Date / Data: 2022-
07-01 13:32
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